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１．はじめに 
反射角度やピエゾ抵抗変化を利用している従

来の表面応力センサの信号変換効率を改善する

ため、ファブリペロー干渉計を用いた新たな表面

応力センサの製造方法を報告し、光干渉特性の指

数関数的な変化を利用して信号変換効率を向上

し、解析的には２桁向上できることを示した[1]。

また、ＭＥＭＳ光干渉型表面応力センサのセンサ

部分はフォトダイオードであるため、ＣＭＯＳイ

メージセンサとの一体化が可能であり、電流-電

圧変換回路でセンサの応答を電圧出力可能であ

る[2]。ガス分布を測定するイメージングや生体

分子の複数検出への応用が期待できる。表面応力

センサでは、たわみ検出下限は重要なパラメータ

であり、小さなたわみを検出することによって、

低濃度での分子吸着を測定が可能である。光干渉

型ひずみセンサの変位検出下限評価は、従来のピ

エゾ抵抗型カンチレバーセンサに比べ、一桁優れ

ていることが報告されている。本研究では、作製

した光干渉型表面応力センサを用いて、1 pg/mL
のヒト血清アルブミン抗原の抗原抗体反応の検

出を光反射スペクトル変化と電気的測定の同時

測定を行ったので報告する。また、本センサの最

小変位検出は 116μm であった。これは従来のカ

ンチレバー型表面応力センサと比較して 4.3 倍

の検出感度である。 

２．本研究の表面応力センサと実験結果 
本研究の表面応力センサの動作原理を Fig.1 に

示すように、抗体付き可動膜表面に対となる抗原

が付着すると、エアギャップ長が変化することで

光路差が変わり、その差をフォトダイオードで検

出すると光電流変化として得られる。センサの構

造は、光干渉を発生させるためのマイクロキャビ

ティを有するポリジメチルシロキサン(PDMS）
基板上に可動膜となるサブミクロン厚の

PMMA/Parylene-C 膜からなり、可動膜を基板にド

ライ転写することによって形成した。抗原抗体反

応による光反射スペクトル変化とその変化の電

気的出力の同時測定を行った。電気的測定はダイ

オードチップを用いた。 

３．まとめ 
 応物物理学会春季学術講演会においては、表面

応力センサの光学、及び電気的実験検証、従来

の表面応力センサとの検出下限の比較について

報告する。 
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Fig.1. Circuit diagram of the Fabry-Perot sensor 

 
Fig.2. Fabrication process of a Fabry-Perot 
interferometric surface stress sensor. 
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Fig.3. Experimental Results, (a) Time course result of 
photocurrent from a photodiode with exposing 680 nm light 
source, (b) change of the reflection spectrum of Faby-Perot 
interferometric sensor in 1 pg/mL HSA, (c) optical analysis 
for reflection spectra with a gap fitting to calculate 
membrane deflection. 
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